TITULACIO : Fisica

ASSIGNATURA : Nanoelectronica

Credits totals: 6 T:3 PP: 1 PA: 1 PL:1
Departament responsable: Enginyeria Electronica

Semestre: 2on semestre

OBJECTIUS
1.- Completar la formacio electronica de I’alumne dedicant una especial atenci6 a la modelitzacio del
transport electronic en dispositius nanométrics i a les seves técniques de fabricacio.

2.- Donar una visio global de les problematiques del transistor MOS actual i discutir les possibles
alternatives de futur (dispositius d’efecte tanel, dispositius d’un sol electr, ...).

3.- Mostrar a I’alumne una visio aplicada (en termes de caracteristiques i prestacions de dispositius) de
conceptes treballats en altres assignatures de la titulacio (estat solid, mecanica quantica,..)

4.- Introduir a I’alumne, a través de la nanoelectronica, en la nova area de coneixement multidisciplinar
de la nanotecnologia.

CONTINGUTS

1. Introduccio:

Breu historia dels dispositius electronics. Tendéncies evolutives. Roadmaps de microelectronica i
nanoelectronica.

2. El transistor MOSFET de dimensions hanometriques

2.1.- El transistor MOSFET. Escalat i disseny.

2.2.- Transistors nanometrics. Futur i limits previsibles.

2.3.- Visio general del procés microelectronic CMOS.

2.4.- Fabricaci6 de circuits logics i diferents tipus de memories DRAM i SRAM.

3. Dispositius quantics d’heteroestructures

3.1.- Fisica d’heteroestructures: Sistemes 0D, 1D, 2D i 3D. Quantum wells i quantum wires.
3.3.- Equacions de la massa efectiva i de I’envolupant. Equacions de moviment semiclassiques.
3.2.- Transport en sistemes mesoscopics. El diode tdnel ressonant. Superxarxes.

3.4.- Fabricacio d’heteroestructures.

4.- Dispositius nanometrics optoelectronics

4.1.- Fotons i semiconductors. Diode LED, laser semiconductor. Fotodetectors.
4.2.- Sistemes periodics artificials: cristalls fotonics.

4.3.- Funcionament i fabricacié de fibres optiques.

5.- Dispositius nanoelectronics avancats.

5.1.- Dispositius d’un sol electr6: memaories.

5.2.- Transistors d’efecte de camp avancats: nanotubs de carboni.
5.3.- Electronica molecular.

5.4.- Dispoisitius basats en I’espin: espintronica

5.5.- Tecniques instrumentals en la nanoescala.
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CRITERIS | FORMES D'AVALUACIO
Metodologia utilitzada:

.- El professor impartira les classes en sessions magistrals, i subministrara tambe als alumnes material i
articles significatius per tal de ser discutits en comu en classe.

.- Hi ha haura problemes que I’alumne haura de resoldre.

.- Les sessions de practiques consistiran en: sessions de laboratori i treballs de simulacio dels dispositius
estudiats. Durant les mateixes es realitzara una visita al Centre Nacional de Microelectronica.

Criteris de avaluacio
.- Avaluacio escrita (questionari basic) de los continguts de cada tema.
.- Avaluaci6 dels problemes.
.- Avaluacio de practiques.
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